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Tamé keksintd kohdistuu takaisinkytkettyihin, stabilisoituihin merkin-
vahvistinpiireihin Ja erityisesti vahvistimeen, joka soveltuu kéytettavéksi
éénijaksoisen merkin vahvistimens valmistettuna monoliittisen integroidun piirin
muotoon.

Suunniteltaessa elektronista vahvistinpiirid ja erityisesti kun tdllaiset
piirit valmistetean monoliittiseen integroituun muotoon on edullista kayttaa
differentiaalisia vahvistinjérjestelyitd. Differentiaaliset vahvistimet aikaan-
saavat suuren médrén etuja mukaanluettuna suhteellisen harvojen kapasitanssien
kéytdn, suurelta osalta suuriarvoisten vastuksien kéytdn vdlttdmisen, riipuuvuu-
den vahvistuksessa vastussuhteista sen sijaan, ettd se riippuisi absoluuttisista
arvoista, laajan taajuusalueen toiminta-alueet mukaanluettuna alhaiset ainijak-
soiset taajuudet, push-pull tai yksinapaiset sis@intulot ja/tai ulostulot sekd
stabiili toiminta.

Mitd tulee stabiilisuuden ominaisuuksiin téllaisissa vahvistimissa merkin
vahvistuksen stabiilisuus ja lepotilan tai tasajénnitteen tason stabiilisuus
ovat yleisesti ottaen toivottavia. Negatiivista takaisinkytkentid kiaytet&in usein
tdllaisten tuloksien aiksansaamiseen. Taloudellisuuden kannalta on toivottavaa,

ettd kyetéddn aikaansaamsan tdllainen takaisinkytkent& kéyttéen pienint;%gpshdgl-



€0329

lista lukumidris ohituskapasitansseja. Integroitujen piirien yhteydessd on myds
toivottavaa saattaa minimiinsd niiden kytkinnapojen lukuméérd, joihin ulkopuoli-
sia osia, kuten esim. ohituskapasitansseja tarvitsee kytked.

Mikdli vahvistimen sisidéntuloaste on differentiaalisessa muodossa, on
yleistd, ettd merkki tuodaan toiselle puolelle differentiaalista rakennelmaa ja
takaisinkytkent& toiselle puolelle. Erédssd toisessa jérjestelyssd, jollainen
on esitettynd USA-patentissa n:ot 3 L34 069 tavanomainen vakinainen tasavirran
léhteen (tai virran nielun) transistori, joka liittyy differentiaalisen vahvis-
timen transistoriin korvataan ™7 piirilld, johon siséltyy vastus, joka on
kytketty differentiaalisten transistoreiden emittereiden vdliin sekd vield toinen
pari virtakehittimien transistoreita, joistae kumpikin on kytketty toisen diffe-
rentiaalisista transistoreista emitterin ja vertailujénnitteen pisteen véliin,
Virtaa kehittdvié transistoreja ohjataan yksinapaisen jé&nnitteen differentiaali-
seksi virraksi takaisinkytkevdlld asteella, jolla aikaansaadaan haluttu stabili-
soiva negatiivinen takaisinkytkentd vahvistimen ulostulosta. Vaikkakin tédllainen
rakenne aikaansaa joukon toivottavia ominaisuuksia siséltyy siihen positiivis-
ten ja negatiivisten Jjédnnitesydttdlédhteiden ké&yttdd, mik& tilanne on haitallinen
useissa olosuhteissa mukaanluettuna monoliittiset integroidut piirit. Edelleen
vaatii takaisinkytkenndn piiri huomattavan lukuméfrén osie kéyttémistd, sekd ak-
tiivisia ettd passiivisia, jotta muunnettaisiin yksinapaisen pé&teasteen ulos-
tulon jannitteen vaihtelut differentiaalisiksi takaisinkytkennén virran vaihte-
luiksi.

Nyt kyseessé olevan keksinndn mukaisesti aikaansaadesan takaisinkytketty
stabilisoitu vahvistinlaite, joke késittés ensimmiisen ja toisen yhteisemitteri-
kytketyn transistorin, jotka on kytketty differentiaalivahvistimeksi ja joiden
pddvirtatiet sijaitsevat esijénnitevirtaldhteen virtapiirin rinnakkaisissa haa-
roissa, toisen transistorin kantaan kytketyn tulonavan ja mainittuun differen-
tianlivahvistimeen tasavirtakytketyn lédhtdnavan, sekd ensimméisen virranvahvis-
timen, jonka tulopiiri on kytketty toisen transistorin kollektoripiiriin ja jon-
ka 18htdpiiri on kytketty toisen transistorin kollektoripiiriin. Laitteessa on
lis8éksi toinen esijénnitevirtaldhde, jona on toinen virranvahvistin, jonka tulo
on kytketty vastuksen kautta vahvistinlaitteen l&htdnapsan ja jonka 14htd on
kytketty ensimméisen ja toisen transistorin pé#évirtateihin negatiivisen takaisin-
kytkennin aiksansaamiseksi differentiaalivahvistimelle.

Nyt kyseessé olevan keksinndn uudet piirteet on esitetty erityisesti ohei-
sissa patenttivaatimuksissa. T&m& keksintd itsessééin sekd mité& tulee sen kéytén-
ndn jérjestelyihin ettd k8ytdn menetelmiin samoinkuin myds ylimé&réiset tarkoi-
tukset ja edut ymmérretdin parhaiten alempana olevasta selityksestd kun té&mé lue-

taan yhdessd oheisiin piirustuksiin viitaten, joissa:

wed
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kuvio 1 on kaavamainen piirikaavio yksinkertaistetusta differentiaali-—
sesti vahvistimesta, johon sisdltyy nyt kyseessd oleva keksintd,

kuvio 2 on yksityiskohtainen kaavamainen piirikaavio vahvistimesta, joka
soveltuu rakennettavaksi integroidun piirin muotoon ja johon sisdltyy nyt kysees-—
s oleva keksintd.

Viitaten kuvioon 1 kytket&én vahvistettavaksi tarkoitetut sisdfintulon
merkit sisdéntulon kytkinnavan 10 kautta differentiaslisesti kytketyn vahvistin-
transistoriparin 12 ja 14 ensimméisen transistorin 12 kantaelektrodille. Kayttd-
virta kytket&én transistoreiden 12 ja 14 emittereille kahden eri virransaatd-
transistorin 16 ja 18 yhdistelm#in avulla sekd takaisinkytkenndn vastuksella 20,
Vastus 20 on tasavirtakytketty transistoreiden 12 ja 14 emittereiden véliin
(samoinkuin mySs transistoreiden 16 ja 18 kollektoreiden véliin). Lepotilan toi-
mintavirta transistoreille 12 ja 14 midr&ytyy vastuksen 22 sekd diodien 24 ja 26
(puolijohdeliitosten) sarjakytkenndn avulla, miké on kytketty tasajénnitteisen
kdyttSjénniteldhteen kahden eri kytkinnavan (B+ ja maadoitus) véliin. Diodi 26
on tasavirtakytketty transistorin 16 kannan ja emitterin véliin, niin ettd aikaan-
saadaan virran toistolaite, joka kehitt88 kollektorin virran transistorissa 16
verrannollisena virtaan diodissa 26. Kdytén etujénnite transistoreiden 12 ja 1l
kannoille syStetddn vastuksien 22 ja diodien 24 1iitoskohdasta suhteellisen suur-
ten irtikytkentivastuksien 28 ja vastaavasti 30 kautta.

Kollektorivirrat transistoreissa 12 ja 14 on yhdistetty niin, etti aikaan-
saadaan yksinapainen ulostulo virran toistolaitteen 32 avulla, mikd on havain-
nollistettu muodostumassa diodista 34 ja transistorista 36, jolloin laitteella 3L
Ja 36 on keskendsn samanlaiset geometriset mitat Ja ovat ne yhteisessé termisessa
ympéristdsséd niin, ettd aikeansaadaan esim. toisto transistorin 12 kollektori-
virrasta transistorin 36 kollektrilta.

Yksinapaisen ulostulon erotusvirta kytketdén transistoreiden 1k ja 36
yhteenliitetyiltd kollektoreilta jénnitteen seurasjan ulostulotransistorin 38
kannalle, josta emitteri on kytketty ulostulon kytkinnapaan 40. Kuormitusvastus
L2 on kytketty ulostulon kytkinnavan 40 Ja vertailujénnitteen pisteen (maadoituk-
sen) v&liin diodin 4k avulla, joka yhiessd virransditdtransistorin 18 kanssa
muodostaa takaisinkytkevdn virrantoistolaitteen L6,

Voidaan aikaansesads invertoitu ulostulomerkki esim. kytkemdlld kannan ja
emitterin vélinen piiri vield er&éstd transistorista 48 diodin Ll yli ja kytke -
méllé kuorma 50 transistorin 48 kollektorille. Téssé tapauksessa transistorin
48 ja diodin UL geometriset mitat ovat sopivasti verrannollisie ke sken&én niin,
ettd saadaan haluttu virtavahvistus,

Témén vehvistimen taajuusvaste méérdytyy periaatteessa kapasitanssista 52,
Joka on kytketty kapasitanssin kertovaan takaisinkytkentitiehen tran51stqsyn 1k
kollektorin ja kannan vélille. Kapasitanssin 52 tehollinen arvo yhdeg!g siihen



60329

liittyvine vastuksineen (esim. vastus 30) aikaansaa sopivan tagjuuden laskucsan
vahvistimen halutun kdytdn mukaisesti (esim. &&nitaajuisen spektrin ylemm#lléd
osuudella, kun ajatellaan &&nitaajuista kdyttdd). Integroidun piirin olosuhteissa
virran toistolaite L6, joka on esitetty kéyttémissd NPN laitteita, joilla on
suhteellisen laajakaistainen taajuuden vaste ei vaikuta taajuuden vasteeseen ko-
konaispiirissa.

Kuvion 1 mukaisen piirin toiminnasse s&dtStransistorin 16 lepotilan kol-
lektorivirta mésridytyy lausekkeesta

B+ - ZVBE

I16 -

Ros

Jjossa, VBE on jéinnite diodien 24 ja 26 yli ja on tyypillisessd tapauksessa suuruus-
luokaltaan 0,7 volttia.

Jattéen hetkellisesti huomiotta transistorit 1k ja 18 ja edellyttéden,
ettd virtavahvistus () kussakin transistoreists 12 ja 16 on suhteellisen korkea
Ja ettd virran toistolaite 32 aikaansaa yksikkdvahvistuksen kuvautuu trensistorin
16 kollektorivirta transistorin 12, diodin 34 ja transistorin 36 avulla transis-
torin 36 kollektorille. N&din tuloksena oleva ohjaus seurasjatransistorille 38
aikaansaa lepojénnitteen ulostulon kytkinnapaan 40, joka taas puolestaan muunne-
taan virraksi diodissa 44 ja vastuksessa L2.

Néin tuloksena oleva virta diodissa LL voidaan ilmaista lepotilan ulos-

Jénnitteen VOQ kytkinnavassa 40 avulla seuraavalla tavalla:

Jéttéden nyt hetkellisesti huomiotta kytkentd, joka muodostuu vestuksesta
20, kun diodilla Lk ja transistorilla 18 on kesken&én yht#léiset geometriset mitat,
niin ettd virran toistolaite 46 aikaansae yksikkdsuuruisen virtavehvistuksen, tulee
transistorin 1k kollektorin virta mySs olemaan oleellisesti yhtésuuri kuin Iy
(se tahtoo sanoa ettd Ijg = I))).

Témén tyyppisessd vahvistimessa on edullista mik&li jénnite VOQ on liki-
midrdisesti yhtd suuri kuin puolet B+ sydtt8jénnitteestd, mikd téten aikaansae
oleellisesti symmetrisen maksimisuuruisen ulostulon jé&nnitteen heilahdusméérén
kytkinnapaan 40 seurauksena siséénsyStetyistd merkeistd. Kun korvataan arvo
B+/2 jénnitteen VOQ Jja virta 118 virran I)), sijean ylldolevassa lausekkeessa ja
kun edelleen asetetaan virta I;¢ yhtd# suureksi kuin I;g aikeisemmassa lguﬁekkeessa

voidaan ndhdd, ettd haluttu Jjénnite VOQ voidaan saada valitsemalla Roo yhté suu-
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reksi kuin kaksi kertaa vastuksen Ry, arvo. Témd lepotilan tilanne voidaan yllé-
pitdd negatiivisen takaisinkytkennén avulla, joka toteutetaan virran toistolait-
teen U6 kautta.

Vastuksen 20 lepotilan virta on my8s oleellisesti nollan suuruinen kuten
oletettiin tarkasteltaessa piirin kahta puoliskoa erikseen.

Kun sisd@ntulomerkki sydtetéfn kytkinnapaan 10 vaihtelevat virrat transis—
torissa 12, diodissa 34 ja transistorissa 36 témin mukaisesti. Sisddntulon merkin
vaihtelut sydtetédfn mySs vastuksen 20 kautta transistorin il emitterille niin
ettd aikaansaadaan muutos vastakkaisen merkkiseni transistorin 14 kollektorivir-
rassa. Néin tuloksena oleva jénnitteen vaihtelu ulostulon kytkinnavassa 40 sama-
vaiheisena merkin kanssa, joka syStet#in kytkinnapaan 10 aiheuttaa muutoksen
takaisinkytkenndn virrassa, joka syStetddn virran toistolaitteen 46 avulla silla
tavoin, ettd se pyrkii tasapainoittamaan virtoja transistoreissa 12 ja 1k (toi-
sinsanoen aikaansaadaan negatiivinen takaisinkytkennin merkki).

Merkin jannitteen vahvistuskerroin t#éssé vahvistimessa méérdytyy péd-
asiallisesti vastuksien 42 ja 20 suhteesta ja toistolaitteen 46 virtavahvistus-
kertoimesta (mikid yll& on ehdotettu yksikdn suuruiseksi).

Témén tyyppisten vahvistimien on havaittu kehittdvén suhteellisen pienen
vadristymin eli sérdn, mikd voidaan todeta aiheutuvan sinakin osittain siité
tosiasiasta, ettd virtatasot transistoreissa 12 ja 1L pyrkivédt noudattamaan
toinen toistaan enemméin kuin tavanomaisissa differenttiaslisissa vahvistimissa
tapahtuu.

Viitaten sitten kuvioon 2 on piiriosat, jotka toteuttavat samoja tehtdavid
kuin kuviossa 1 esitetyt osat osoitettu té#ssi samoilla viitenumeroilla kuin mitd
kédytettiin kuviossa 1, minkd jédlkeen seuraa yldpilkun (') merkki.

Kuviossa 2 sisééntulon merkit syStet#ién kytkinnavan 10' kautta Darlington
kytkettyjen transistoreiden 12' parin kannalle, mitkd muodostavat toisen puolen
differenttiaalisesta vahvistimesta, josta toinen puoli muodostuu Darlington kyt-
ketyistd transistoreista 14'. Kéytdn etujénnite syOtetddn sarjekytkennén jdrjes-—
telyn avulla, johon kuuluu puolijohdeliitokset ja vastukset kytkettynd kayttd-
jénnitteen sy&tdn kytkinnapojen véliin (B+ ja maadoitus). Nimd puolijohteiset
liitokset aikaansaadaan tyypillisesti transistoreiden avulla, joista kollektorin
Ja kannan elektrodit on oikosuljettu Yhteen. Kannalta emitterille jénnitteen
putoamaa Darlington jérjestelyissd 12' ja 14' jaljitellddn vastaavien diodikyt-
kettyjen transistoreiden 24' avulla.

Oleellisesti yhtéd suurien vastuksien 22' pari madrad periaatteessa ja pdi-
asiallisesti virtatason etujénnitteen J8rjestelyssé funktiona sydtettyjen kdytto-
jénnitteiden tasosta (B+ on likimiArdisesti valilta +16 - +L0 volttia). Jé&nnite~
piikin hylk&&vé kapasitanssi 58 on kytketty vastuksien 22' keskipisteeseen. Saa-

delty jénnitteen sydttdldhde on myds aikeansastu virran sySttSléhteen aﬁxpyulla,
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joka on kytketty vydrytyyppiseen (zener) diodiin 56.

Alennusvastukset, Jjoiden suuruusluokka on sadasta neljééinsataan ohmia
liittyvat virran toistolaitteisiin 38' ja U6', virran sydttSléhteeseen 54 ja
virtaa sdidtdviin transistoreihin 16' ja 18' miki parantas virtojen yhteensovit-
tamista kun sitd halutaan.

Virran toistolaite 32' on muodoltaan erilainen verrattuna kuvion 1 virran
toistolaitteeseen 32 mutta se aikaansas saman toiminnan kdyttfen suurempaa
impedanssia, kuten on tunnettua. Toistolaite L46' on myds muunnettu muodoltaan
verrattuna toistolaitteeseen 46 muita se on jérjestetty aikeansaamsan virran
vahvistus (pienennys) puolella sen tosiasian johdosta ettd siihen liittyy tran-
sistori (jolla ei ole viitenumeroca) jonka kannan ja emitterin valinen ala on
kaksi kertaa (2 X) sen transistorin 18' ala, mihin se 1liittyy. Vastaavasti diodi
26' suhtautuu pinta-alaltaan transistoriin 16' tekijdn kaksi mukaisesti. Néma
pinta-alojen suhteet valitaan sallimasn suurempien virtatasojen kdyttd (ja témén
Jjohdosta pienempien vastusarvojen kéyttd) etujénnitteen sarjassa verrattuna
haluttuihin virtoihin transistoreissa 16' ja 18'. Tédllaiset rakenteet ovat eri-
tyisen toivottavia kun havainnollistettu piiri valmistetaan monoliittiseen inte-
groituun muotoon, koska tédssé tapauksessa pienemmidt vastusarvot johtavat pinta-
alan taloudellisuuteen integroidun piirin lastussa.

Ylimd&rdiset muunnokset kuvion 2 piirissé siséltévdt valekomplement#dri-
sen tehovahvistimen ulostuloasteen 62 lisd&misen mihin sis8ltyy lampdtilsakom-
pensoitu, ylimenos&rdé alentava etujénnitteen piiri 60 sekd virtaa syS8ttéva
transistori 64. Kuten on tunnettua kehitt&8 ulostuloaste 62 oleellisesti vksikkd-
suuruisen jénnitevahvistuksen. Transistori 64 voidaan varustaa asisankuuluvalls
kannan etujédnnitteelld niin ettd aikaansaadaan oleellisesti vekinainen kollektorin
ulostulovirta kytkemdll#d kytkinnapa A samanlailla merkittyyn kytkinnapasn, joka
on séAtdvan diodin 56 vieress#d, toteuttamalla t&mé esim. asisankuuluvalla diodin
Ja vastuksen yhdistelmdll4, joka on sitd tyyppié, joka on esitetty esim. U.S.A.
patentissa no: 3.534,245,

Asiaankuuluva kuormituspiiri, kuten esim. kova#iéninen 68 on kytketty
kytkinnapaan 40' jotta kéytettd#isiin hyvéksi sielld tuotettuja vahvistettuja
merkkejé. Havainnollistetulla piirill& kompponenttien arvot muodostuessa integroi-
tuun piiriin voidaan kdytt#d kova#ddnisti, jonka nimellinen impedanssi on kahdeksas-
ta kolmeenkymmeneenkahteen ohmiin alueella. Aénijaksoisen ulostulon teho suuruus-
luckaltaan neljé wattia on saatavissa havainnollistetulla rekenteelle. Tihén liit-
tyvéd jédnnitteen vahvistuskerroin suuruusluokaltesan 35 db aikaansaadaan t&lld jér-
Jestelylld. Tulisi todeta, ettéd mit&&n ulkopuolisia ohituskapasitansseja ei liity
takaisinkytkennén piiristdén. '

Vaikkakin tétd keksint8& on havainnollistettu tiettyjen edullisena pide-
ttyjen suoritusmuotojen avullae tulisi todeta, ettid erilaiset muunnok:ﬁ& gﬁ@ﬁn
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tekniikan puitteissa ovat toteutettavissa poikkeamatta silti t&min keksinndn
puitteista.

Esim. voidaan toteuttaa erilaisia etujénnitteen rakenteita. Ylimddrdisia
tal erilaisia vahvistinasteita voidaan kdytt#&. Muunnettu lepotilan toiminta-
Jénnite, joka on muulla tasolla kuin likimé&risesti puolet kiéyttivdstd sydttd-
Jénnitteesta voidaan aikaansaada valitsemalls sopivasti merkityt vastusarvot.
Témén vahvistimen vahvistuskerroin on muutettavissa sopivalla muunnoksella esim.

muuttamalla vastusta 20. Muita muunnoksia voidaan myds sopivasti tehdi.
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Patenttivaatimukset :

1. Takaisinkytketty stabilisoitu vahvistinlaite, joka kisittdd ensimméisen
(12) ja toisen (1L) yhteisemitterikytketyn transistorin, jotka on kytketty aif-
ferentiaalivahvistimeksi ja joiden pédvirtatiet sijaitsevat esijénnitevirtaldh-
teen virtapiirin rinnakkaisissa haaroissa, ensimméisen transistorin (12) kantaan
kytketyn tulonavan (10) ja mainittuun differentiaalivahvistimeen tasavirtakytke-
tyn léhtonavan (L0), sekd ensimméisen virranvahvistimen (32), jonka tulopiiri on
kytketty ensimméisen transistorin (12) kollektoripiiriin ja jonka 1lé&htdpiiri on
kytketty toisen transistorin (1L4) kollektoripiiriin, t unne t t u siitd, etta
laitteessa on toinen esijénnitevirtaldhde, jona on toinen virranvahvistin (46),
Jonka tulo on kytketty vastuksen (42) kautta vahvistinlaitteen ldhtdnapaan (L0)
Ja jonka 1&htd on kytketty ensimméisen Jja toisen transistorin (12, 1L) padvirta-
teihin negatiivisen takaisinkytkennan aikaansaami seksi differentiaalivaehvisti-
melle.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen vahvistinlaite, t unne t t u siita,
ettéd toinen virranvahvistin (46) kdsitté&d ainakin ybden puolijohdeliitoksen (kl),
Joka on kytketty sarjaan mainitun vastuksen (L2) kanssa léhtdnavan (L40) ja en-
simméisen virranohjaustransistorin (18) kanssa yhteisen vertauspotentiaalipisteen
véliin, jossa ensimmiisessd ohjaustransistorissa on kanta-emitteriliitos, joka on
kytketty mainitun puolijohdeliitoksen yli, ja kollektorielektrodi, joka muodostaa
toisen virranvahvistimen (46) mainitun 1&hd&n sellaisen léhtdvirran kehittémiseksi
siihen, joka on suhteessa mainitussa puolijohdeliitoksessa kehitettyyn takaisin-
kytkent&virtaan.

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen vehvistinlaite, t unnet t u siité,
etté ensimméisen virranohjaustransistorin (18) kollektorielektrodissa kehitetty
ulostulovirta sisiltéd tasavirta- ja signaalivaikutteisia komponentteja.

L. Patenttivaatimuksen 2 mukainen vehvistinlaite, t unne t t u siiti,
ettd ensimmiisen ja toisen differentiaalivahvistintransistorin (12, 14) emitteri-
elektrodit on tasavirtakytketty keskenéén, ettéd ensin mainittu esijannitevirta-
léhde on muodostettu toisesta virranohjaustransi stori sta (16), jolloin ensimméi-
sen Jja toisen virranohjsustransistorin (18, 16) kollektorielektrodit on tasa-
virtakytketty differentiaalivahvistintransistoreiden emitterielektrodeihin,

5. Patenttiveatimuksen 4 mukainen vahvistinlaite, t unne t t u siita,
ettd differentiaalivahvistintransistoreiden (12, 14) emitterielektrodit on kumpi -
kin suoraan kytketty vastaavan virranohjaustransistorin (16, 18) kollektorielektro-
diin ja tasavirtakytketty kesken#én emitterikytkentévastuksen (20) keutta.

6. Patenttivaatimuksen 2 mukainen vahvistinlaite, t unn et t u siita,
etté ensinmainitussa esijénnitevirtaléhteessd on toisen vastuksen (22 ﬁ'&_\;kfiihin—

téén yhden puolijohdeliitoksen (26) muodostama sarjayhdistelmé, ettd viimeksi-
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mainittu liitos on kytketty toisen virranohjaustransistorin (16) kantaemitteri-
liitoksen yli, ja ettd ensimméinen ja toinen vastus (k2, 22) ovat suhteessa kes-
kendén ennalta mé&rétyn lepojénnitetilan aikaansaamiseksi lihtonavassa (L40).

7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen vahvistinlaite, t unne t t u siita,
ettd differentiaalivahvistintransistoreiden (12, 14) emitterielektrodit on tasa-
virtakytketty keskendin emitterikytkentévastuksen (20) avulla, ja molempien vir-
ranohjaustransistoreiden (18, 16) kollektorielektrodit on kytketty suoraan dif-
ferentiaalivahvistintransistoreiden emitterielektrodeihin.

8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen vahvistinlaite, t unne t t u siitd,
ettd toisen differentiaalivahvistintransistorin (14) kollektorielektrodiin on
kytketty kapasitanssi (52) ennalta madrétyn taajuusominaiskéyrén aikeansaamiseksi

vahvistimelle.
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Patentkrav:

1. Aterkopplad, stabiliserad fdrstérkaranordning, som omfattar en férsta
(12) och en andra (14) emitterkopplad transistor, som &r kopplade till en
differentialfdrstirkare och vilkas huvud strémvégar ligger i parallella grenar
av en forspanningsstrimkéllas strdmkrets, en till basen av den andra transistorn
(12) kopplad ingéngspunkt (10) och en till némnda differentialfdrstirkare 1ik-
stromkopplad utgéngspunkt (40) samt en férsta stromfdrstirkare (32), vars in-
gangskrets &r kopplad till kollektorkretsen av den fdrsta transistorn (12) och
vars utglngskrets &r kopplad till kollektorkretsen av den andra transistorn (14),
kénnetecknaddérav, att anordningen omfattar en andra forspénnings-
stromkédlla, som utgdres av en andra strémfdrstérkare (46), vars ingéng &r kopplad
Gver en resistor (42) till f&rstérkanordningens utglngspunkt (L0) och vars
utgdng ar kopplad till huvudstrdmvégarna av den fdrsta och den andra transistorn
(12, 14) f6r att &stadkomma en negativ &terkoppling till differentialfdrstérkaren.

2. Forstérkaranordning enligt patentkravet 1, k 4 nnetec kn ad
dérav, att den andra strdmfdérstédrkaren (46) omfattar &tminstone en halvledar-—
koppling (44), som &r kopplad i serie med den némnda resistorn (b2), med utglngs-
punkten (L0O) och med en férsta stromstyrningstransistor (18) mellan en gemensam
referenspotentialpunkt, vilken fdrsta styrtransistor uppvisar en bas-emitter-
koppling, som &r kopplad Sver den némnda halvledarkopplingen, och en kollektor-
elektrod, som utgdr den ndmnda utgéngen av den andra stromfdrstirkaren (46) for
att alstra déri en sddan utgéngsstrdm, som stdr i férh8llande till den i den
némnda halvledarkopplingen alstrade &terkopplingsstrdmmen.

3. Forstérkaranordning enligt patentkravet 2, k &nnetecknad
dérav, att den i kollektorelektroden av den fdrsta strémstyrningstransistorn (18)
alstrade utgéngsstrémmen innehdller likstrdms— och signalpdverkade komponenter.

L. FSrstarkaranordning enligt patentkravet 2, kannetecknad
dérav, att emitterelektroderna av den fdrsta och den andra differentialfdrstérkar-
transistorn (12, 14) &r likstrémskopplade med varandra, att den forstnédmnda for-
spanningsstromkéllan &r bildad av den andra strémstyrningstransistorn (16),
varvid kollektorelektroderna av den fdrsta och den andra stromstyrningstransistorn
(18, 16) &r likstromskopplade till emitterelektroderna av differentialférstirkar-—
transistorerna.

5. Forstarkaranordning enligt patentkravet 4, k annetecknad
dérav, att emitterelektroderna av differentialfdrstérkartransistorerna (12, 1L)
8r béda direktkopplade till kollektorelektroden av respektive strémstyrnings-
transistor (18, 16) och likstrdmskopplade med varandra Sver en emitterkopplings-
resistor (20). 180, ?: \ ’

1’5 *
6. Fdrstdrkaranordning enligt patentkravet 2, k annetecknad
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dérav, att den foérstndmnda fOrspédnningsstrémkédllan uppvisar en seriekombination
bildad av den andra resistorn (22) och minst en halvledarkoppling (26), att den

sistndmnda kopplingen &r kopplad &ver bas-emitterkopplingen av den andra strém-

styrningstransistorn (16), och att den férsta och andra resistorn (42, 22) stér

i férhdllande till varandra fdr att &stadkomma ett férbestémt vilospénningstill-
stédnd i utgdngspunkten (L40).

T. Forstdrkaranordning enligt patentkravet 6, k &nnetecknad
dérav, att emitterelektroderna av differentialfdrstérkartransistorerna (12, 1L)
ar likstrOmskopplade med varandra genom emitterkopplingsresistorn (20), och kol-
lektorelektroderna av de bdda strémstyrningstransistorerna (18, 16) &r direkt-
kopplade till emitterelektroderna av differentialfdrstérkartransistorerna.

8. Forstérkaranordning enligt patentkravet 7, k &nnetec knad
ddrav, att till kollektorelektroden av den andra differentialfdrstédrkartransis-
torn (1L) &r kopplad en kapacitans (52) fir att &stadkomms en férbestémd frek-
venskarakteristik till fdrstérkaren.

Viitejulkaisuja-Anfdrda publikationer

Patenttijulkaisuja:-Patentskrifter: Ranska-Frankrike(FR) 1 Lok 724 (H 03 f).
USA(US) 3 43k 069 (H 03 f 3/68).
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